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1.はじめに 二元化合物半導体である Tin(Ⅱ) Sulfide (SnS)は，安価且つ地殻中に豊富に存在する元素

のみから構成され，104 cm-1以上の高い光吸収係数と 1.3 eVのバンドギャップが報告[1]されており，化合

物太陽電池の光吸収材料として注目されている．SnS 薄膜太陽電池では現在 4.63%[2]の変換効率が報

告されているが，これは原子層堆積法が用いられており，低コスト化が困難であると考えられる．本研究で

は，低コスト且つ高速製膜が可能であり，既に CdTe太陽電池の作製に用いられている近接昇華法により，

異なる基板上に SnS 薄膜を作製し，それらの構造と形態の SnS ソース温度依存性について評価するとと

もに，SnS薄膜太陽電池を作製し，光起電力特性の測定を試みた． 

 

2.実験方法 Fig.1のような赤外線加熱炉を用いて SnSの近接昇

華を行った．カーボンサセプタに SnS 粉末を敷き詰め，対向する

形で基板を設置し，真空中で赤外線ランプにより加熱を行った．

高温のソース側から昇華した SnS を低温の基板上で結晶成長さ

せることで SnS 薄膜を作製した．SLG 及び SLG/Mo，FTO/CdS

基板上に SnS 薄膜を作製し，X 線回折による結晶構造評価，蛍

光X線による組成分析，走査型電子顕微鏡による形態観察を行

った．また FTO/CdS上の SnS薄膜を用いて FTO/CdS/SnS/Auのスーパーストレート型構造の太陽電池素

子を作製し，AM1.5，100 mW/cm2照射下での電流密度-電圧(J-V)特性を測定した． 

 

3.結果及び考察 ソース温度 540℃で作製した SLG/SnS の表面

形態をFig.2に示す．SLG基板上に作製したサンプルでは，Fig.2

の様な非常に大粒径の結晶が観察され，XRD の結果からは

(040)，(080)面からの回折が顕著であった．他の基板上での結果

及び太陽電池素子の特性については当日報告する． 
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Fig.1 赤外線加熱炉概略図 

Fig.2 SnS薄膜の表面形態 
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